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一种半导体组件，包含:在半导体晶圆的主

动面上具有多个焊垫、第一保护层覆盖半导体晶

圆的部份主动面，且将每一个焊垫的表面曝露出

来、第一凸块下金属设置在部份第一保护层上及

覆盖每一个焊垫的表面、重配置层设置在第一凸

块下金属层上、第二凸块下金属层设置在部份重

配置层上，且将重配置层的部份表面曝露出来、

第二保护层设置在半导体晶圆、第二凸块下金属

层及重配置层所曝露出的部份表面上及金属导

线设置在除了焊垫以外的第二凸块下金属层所

曝露出的部份表面上，藉由重配置层的线宽可支

撑第二凸块下金属层以增加半导体组件的可靠

度。
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1.一种半导体组件，其特征在于，包含:

半导体晶圆，所述半导体晶圆上的主动面上具有多个焊垫；

第一保护层，覆盖所述半导体晶圆的部份所述主动面，且曝露出每一所述焊垫的表面；

第一凸块下金属层，设置在部份所述第一保护层上及覆盖每一所述焊垫的所述表面；

重配置层，设置在所述第一凸块下金属层上；

第二凸块下金属层，设置在部份所述重配置层上且曝露出所述重配置层的部份所述表

面；

第二保护层，设置在所述半导体晶圆的部份所述表面、所述第二凸块下金属层的部份

所述表面及所述重配置层所曝露出的部份所述表面上；以及

多条金属导线，设置在除了所述焊垫以外的所述第二凸块下金属层所曝露出的部份所

述表面上，藉此所述金属导线透过所述第二凸块下金属层、所述重配置层及所述第一凸块

下金属层与所述焊垫电性连接。

2.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，所述第一凸块下金属层为钛/铜(Ti/

Cu)。

3.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，所述重配置层为铜(Cu)。

4.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，所述第二凸块下金属层为镍/金(Ni/

Au)。

5.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，所述第一保护层及第二保护层为聚酰

亚胺树脂(polyimide  resin)或环氧树脂(Epoxy)。

6.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，在所述焊垫以外的所述第二凸块下金

属层、所述重配置层及所述第一凸块下金属层的线宽分别为6um、4um及3um。

7.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，所述金属导线为铜、钛、钨或是金。

8.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，形成所述第一凸块下金属层是利用溅

镀(sputtering)的方式达成。

9.如权利要求1所述的半导体组件，其特征在于，形成所述重配置层及所述第二凸块下

金属层是利用电镀(plating)的方式达成。
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半导体组件及其形成方法

技术领域

[0001] 本发明提供一种半导体组件，更特别地是有关于一种具有良好间距及线宽的重配

置层的半导体组件及其形成方法。

背景技术

[0002] 随着半导体制程技术之进步，以及芯片电路功能的不断提升，伴随着通讯、网络及

计算机等各式可携式(portable)产品的大幅成长以及市场需求，因此可缩小集成电路(IC)

面积且具有高密度与所接脚化特性的球栅数组式(BGA)、覆晶式(Flip  chip)与芯片尺寸封

装(CSP,chip  size  package)等半导体封装技术为目前众所皆知的主流技术。

[0003] 然而，由于集成电路制程日趋朝向微型化，并且强调传输速率及结构的可靠度，在

发展至晶圆级芯片尺寸封装的潮流下，芯片接点之间距(pitch)势必将小于焊锡凸块的尺

寸，导致相邻的焊块之间彼此接触的问题。

[0004] 虽然在后续发展出了重配置层(RDL,redistribution  layer)来克服上述的问题。

利用重配置层形成导通线路，并重新配置至适当的位置在形成凸块下金属层(UBM ,under 

bump  metallization)，使得在相邻的焊锡凸块之间具有适当的间距。

[0005] 然而，现有技术中用来作为导通线路的重配置层为铜/镍/金(Cu/Ni/Au)结构，在

蚀刻之后，由于蚀刻比而造成在重配置层下方的做为凸块下金属层的铜和钛由于蚀刻选择

比而产生底切(under  cut)效应，使得整个重配置层下方的支撑点不足，相对来说，重配置

层容易倾倒，而使整个半导体组件的结构崩溃。

发明内容

[0006] 为了解决先前技术的缺点，本发明的主要目的在于提供一种具有良好间距

(pitch)及线宽的重配置层的半导体组件，其中重配置层为纯铜，因此，在对重配置层于蚀

刻步骤之后，在重配置层下方的凸块下金属层(UBM,Under  Bump  Metallurgy)的间距或线

宽不会因为底切效应而缩小，仍可以给予重配置层足够的支撑力，而使得整个半导体组件

具有良好的完整性及可靠度。

[0007] 根据上述目的，本发明揭露一种半导体组件，其结构包含有:半导体晶圆，于半导

体晶圆上的主动面具有多个焊垫、第一保护层覆盖在半导体晶圆的部份主动面，且将每一

个焊垫的表面曝露出来、第一凸块下金属设置在部份的第一保护层上以及覆盖每一个焊垫

的表面、重配置层设置在第一凸块下金属层上、第二凸块下金属层设置在部份重配置层上

且将重配置层的部份表面曝露出来、第二保护层设置在半导体晶圆的部份表面上、部份的

第二凸块下金属层及设置在重配置层所曝露出的部份表面上、金属导线设置在除了焊垫以

外的第二凸块下金属层所曝露出的表面上，藉此，金属导线的一端透过第二凸块下金属层、

重配置层及第一凸块下金属层与半导体晶圆上的焊垫电性连接，另一端可以与其他组件电

性连接。
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附图说明

[0008] 图1是根据本发明所揭露的技术，表示在具有多个焊垫的半导体晶圆上形成第一

凸块下金属层及第一光阻层的截面示意图；

[0009] 图2是根据本发明所揭露的技术，表示在第一光阻层经微影蚀刻之后在第一凸块

下金属层上形成重配置层的截面示意图；

[0010] 图3是根据本发明所揭露的技术，表示将图2中残留在第一凸块下金属层上的部份

第一光阻层移除之后，再将具有多个第二开口图案的第二光阻层形成在第一凸块下金属层

的部份表面及设置在重配置层上的截面示意图；

[0011] 图4是根据本发明所揭露的技术，表示对具有多个第二开口图案的第二光阻层执

行第二微影制程以曝露出重配置层的部份表面的截面示意图；

[0012] 图5是根据本发明所揭露的技术，表示以第二光阻层为光罩，在重配置层上形成第

二凸块下金属层的截面示意图；

[0013] 图6是根据本发明所揭露的技术，表示将图5中的第二光阻层予以移除曝露出第一

凸块下金属层的部份表面，并对第一凸块下金属层进行蚀刻以曝出第一保护层的部份表面

的截面示意图；

[0014] 图7是根据本发明所揭露的技术，表示在图6的结构上形成第二保护层的截面示意

图；

[0015] 图8是根据本发明所揭露的技术，表示对第二保护层执行微影制程以曝露出第二

凸块下金属层的部份表面的截面示意图；以及

[0016] 图9是根据本发明所揭露的技术，表示在图8的虚线区域上形成金属导线的截面示

意图。

具体实施方式

[0017] 为了使本发明的目的、技术特征及优点，能更为相关技术领域人员所了解，并得以

实施本发明，在此配合所附的图式、具体阐明本发明的技术特征与实施方式，并列举较佳实

施例进一步说明。以下文中所对照的图式，为表达与本发明特征有关的示意，并未亦不需要

依据实际情形完整绘制。而关于本案实施方式的说明中涉及本领域技术人员所熟知的技术

内容，亦不再加以陈述。

[0018] 首先，请参考图1。图1表示本发明所揭露的半导体组件的截面示意图。在图1中，利

用半导体晶圆(wafer)10做为底材，其中半导体晶圆10上配置有多个芯片(未在图中表示)，

每一个芯片具有主动面(未在图中表示)及背面(未在图中表示)，且于每一个芯片的主动面

(未在图中表示)上配置有多个焊垫(pad)102。要说明的是，在本发明中不针对芯片上的这

些焊垫102的配置位置加以限制，因此，这些焊垫102可以设置在芯片的主动面的中间位置，

芯片的主动面的四个周边或是在芯片的主动面的任何一侧边均可以做为本发明的实施例，

在此不加以限制。另外，对于做为底材的半导体晶圆10的制程为半导体技术领域者熟知的

半导体制程技术，其制程流程及构成半导体晶圆10的材料并不在本发明所要讨论的技术方

案中，故不多加陈述。

[0019] 请继续参考图1。在半导体晶圆10上形成第一保护层20，且第一保护层20覆盖住半
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导体晶圆10的每一个芯片上的多个焊垫102。接着，对第一保护层20执行第一微影蚀刻制

程，使得在第一保护层20内形成有多个第一开口(未在图中表示)，而这些第一开口将配置

在半导体晶圆10的每一个芯片上的多个焊垫102予以曝露出来。在本发明的实施例中，将第

一保护层20形成在半导体晶圆10上的方法可以利用沉积的方式来完成，例如化学气相沉积

(CVD,chemical  vapor  deposition)、常压化学气相沉积(APCVD,atmospheric  pressure 

CVD)或是低压化学气相沉积(LPCVD,low-pressure  CVD)。另外，第一保护层20的材料可以

是高分子材料，例如聚酰亚胺(PI,polyimide)或是环氧树脂(epoxy)。

[0020] 接着，将第一凸块下金属层(under  bump  metallization)30形成在第一保护层20

并覆盖住多个焊垫102所曝露出的表面上。在本发明的实施例中，第一凸块下金属层30利用

溅镀(sputtering)的方式形成在第一保护层20及多个焊垫102的表面上，其中，在第一保护

层20及多个焊垫102表面上的第一凸块下金属层30形成的厚度为0.05um-1um。此外，第一凸

块下金属层30的材料为钛/铜(Ti/Cu)。然后，将具有多个第一开口图案(未在图中表示)的

第一光阻层40形成在第一凸块下金属层30上。

[0021] 接着，请参考图2。图2表示在第一光阻层经微影蚀刻之后在第一凸块下金属层上

形成重配置层的截面示意图。在图2中，对图1中具有多个第一开口图案(未在图中表示)的

第一光阻层40执行第一微影制程，以移除覆盖在第一凸块下金属层30上的部份第一光阻层

40，将部份经过第一微影制程后的第一光阻层40予以保留，并且将第一凸块下金属层30的

表面曝露出来。

[0022] 请继续参考图2。以残留在第一凸块下金属层30上的第一光阻层40做为屏蔽

(mask)，将做为重配置层50(RDL,redistribution  layer)的金属，例如纯铜，形成在第一凸

块下金属层30上，其中，将重配置层50形成在第一凸块下金属层30上的方法利用电镀

(plating)的方式来达成，且重配置层50形成在第一凸块下金属层30上方的厚度为1um-

10um及宽度为1um-200um。

[0023] 接着，请同时参考图3及图4。图3表示将图2中残留在第一凸块下金属层上的部份

第一光阻层移除之后，分别将具有多个第二开口图案的第二光阻层形成在第一凸块下金属

层的部份表面及将具有多个第二开口图案的第二光阻层设置在重配置层的截面示意图。图

4表示对具有多个第二开口图案的第二光阻层执行第二微影制程的示意图。在图3中，先将

在图2中，残留在第一凸块下金属层30上的部份第一光阻层40予以移除，以曝露出第一凸块

下金属层30的部份表面以及将重配置层50的表面曝露出来。紧接着，将具有多个第二开口

图案(未在图中表示)的第二光阻层60形成在第一凸块下金属层30曝露出的部份表面上，以

及覆盖在重配置层50的表面上。接下来，如图4所示，对具有多个第二开口图案的第二光阻

层60执行第二微影制程，以移除覆盖在重配置层50上的部份第二光阻层60，并且保留形成

在第一凸块下金属层30的部份表面及重配置层50上的部份第二光阻层60，使得第二光阻层

60内形成多个第二开口(未在图中表示)，且这些第二开口将重配置层50的部份表面曝露出

来。

[0024] 接着，请参考图5。图5表示以第二光阻层为光罩，在重配置层上形成第二凸块下金

属层的截面示意图。在图5中，以残留在第一凸块下金属层30的部份表面上的第二光阻层60

以及在重配置层50上的部份第二光阻层60做为屏蔽，将第二凸块下金属层70形成在重配置

层50上，其中，将第二凸块下金属层70形成在重配置层50上的方法是利用电镀的方式来达
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成，且形成在重配置层50上方的第二凸块下金属层70的厚度为1um-10um及宽度为1um-

200um，在本发明的实施例中，第二凸块下金属层70的材料为镍/金(Ni/Au)。

[0025] 请接着参考图6。图6表示将图5中的第二光阻层予以移除，且对第一凸块下金属层

进行蚀刻的截面示意图。在图6，将图5中位于第一凸块下金属层30及重配置层50上的部份

第二光阻层60予以移除，使得第一凸块下金属层30的部份表面以及重配置层50的部份表面

予以曝露出来。接，着再利用蚀刻的方式，例如干式蚀刻(dry  etching)，将位于第一保护层

20上的部份第一凸块下金属层30予以移除，以曝露出第一保护层20的表面，在此，经蚀刻后

的第一凸块下金属层30的宽度为1um-200um。

[0026] 接下来，请同时参考图7及图8。图7表示在图6的结构上形成第二保护层的截面示

意图。图8表示对第二保护层执行微影制程以曝露出第二凸块下金属层的截面示意图。在图

7中，将第二保护层80以沉积的方式覆盖住第一保护层20、第一凸块下金属层30的部份表

面、重配置层50的部份表面以及第二凸块下金属层70。在本发明中，将第二保护层80形成在

第一保护层20、第一凸块下金属层30的部份表面、重配置层50的部份表面以及第二凸块下

金属层70的方法同样可以利用沉积的方式来完成，例如化学气相沉积(CVD ,chemical 

vapor  deposition)、常压化学气相沉积(APCVD,atmospheric  pressure  CVD)或是低压化

学气相沉积(LPCVD,low-pressure  CVD)。另外，第二保护层80的材料同样可以是高分子材

料，例如聚酰亚胺(PI,polyimide)或是环氧树脂(epoxy)。

[0027] 接着请参考图8。对第二保护层80执行微影制程，以移除部份的第二保护层80，且

将第二凸块下金属层70的部份表面曝露出来。在此要说明的是，在图8的右边图面，即图8中

虚线的区域，由第一凸块下金属层30及重配置层50所构成的结构，可视为后续做形成金属

导线90(如图9所示)的打线焊垫(wire  bonding  pad)104。在本发明中，利用纯铜做为重配

置层50的材料，对第二凸块下金属层70进行蚀刻时，由于蚀刻选择比的因素，使得在第二凸

块下金属层70下方的重配置层50的线宽及间距较现有技术中的重配置层材料(Ti/Cu)来得

宽，由于被底切的线宽较现有技术来得少，使得以纯铜为主的重配置层50对于上方的第二

凸块下金属层70能提供较佳的支撑能力，因此整个结构不会因为下方的支撑力不足而倾倒

或崩溃，藉此可以提升半导体组件的良率及可靠度。

[0028] 另外，在本发明的实施例中，第二凸块下金属层70和重配置层50由部份的第二保

护层80所覆盖，藉由第二保护层80可以增加重配置层50及第二凸块下金属层70的可靠度，

以防止漏电流产生，而可以提升半导体组件的良率。

[0029] 紧接着请参考图9。图9表示在图8的虚线区域上形成金属打线的截面示意图。于图

9，以一般的打线制程(wire  bonding  process)将金属导线90形成在除了多个焊垫102以外

的第二凸块下金属层70所曝露出的表面上，藉此，金属导线90透过第二凸块下金属层70、重

配置层50及第一凸块下金属层30与半导体晶圆10上的焊垫102电性连接，在本发明的实施

例中，金属导线90可以是铜、钛、钨或是金。

[0030] 藉由本发明所揭露利用铜做为重配置层50，改善重配置50由于线宽不足造成组件

倾倒的问题，由于在重配置层50为下方的第一凸块下金属层30的线宽为4um，此线宽大于现

有技术的重配置层下方的第一凸块下金属层的线宽为3um或甚至小于3um，而重配置层50的

线宽都是5um-6um的尺寸条件下，相对来说，解决了在现有技术中，因为重配置层50下方的

第一凸块下金属30的线宽无法提供上方结构足够的支撑力，使得整个结构倾倒或崩塌的问
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题。由此可知，根据本发明所揭露的技术，利用纯铜来做为重配置层50的材料，可以减少在

蚀刻过程中对重配置层下方的凸块下金属层所产生的底切效应，并进一步可以提供较佳的

线宽而提升整个半导体组件的可靠度及良率。
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图1

图2
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图3

图4
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图5

图6
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图7

图8
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